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１．概要（Summary） 

半導体工場の巨大設備投資を回避し、顧客が求める

電子デバイスを必要なときに必要なだけ提供するデバイ

ス生産システム（ミニマルファブ構想）の実現に向けて、

我々は、クリーンルームを不要とする局所クリーン化ウェ

ハ搬送システム、φ12.5 mm の超小口径ウェハ、それに

30cm幅のミニマル装置群の開発を行ってきた。現時点で、

前工程プロセスに必要なミニマル装置はほぼプロトタイプ

が開発されており、ミニマルファブは本当にデバイスがで

きるシステムであることを実証することが、克服すべき大き

な課題となってきた。このため、現状のミニマルファブ、ミ

ニマル装置群を用いて MOSFET を作製するためのプロ

セス構築を行った。このプロセスの構築を行うにあたり、ま

ずは予備実験として NPF 施設を用いて Si ハーフインチ

ウェハの基本的なプロセス条件を把握した。 

 

２．実験（Experimental） 

NPF 施設における以下の装置を用いて Si ハーフイン

チウェハの各種プロセス（微細加工、成膜、アニールな

ど）を行った。 

・反応性イオンエッチング装置(RIE)：Si ウェハのドライエ

ッチング 

・マッフル炉：N2アニール 

・プラズマ CVD装置：TEOS絶縁膜の成膜 

・プラズマアッシャー：レジスト剥離 

・高速昇降温炉(RTA)：N2アニール 

微細加工後の形状観察には以下を用いた。 

・低真空走査電子顕微鏡 

・高分解能電界放出電子顕微鏡(FE-SEM) 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 MOSFET を作製するためのプロセスを構築し、セミコ

ン会場において実際にMOSFETを作製した。クリーンル

ームを必要とせず、MOSFET作製工程の一部 30工程を

約 10 時間で完遂することができた。作製後はすぐにその

場で電気的特性を取得し、トランジスタの典型的なドレイ

ン電流-ドレイン電圧の特性を得た。(Fig.1) 
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Fig. 1  Id-Vd characteristics of the p-channel 

MOSFET. 

 


